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Rozbor vlivu parazitních kapacit na spínací tranzistor MOSFET 
 

U MOSFETu vznikají největší parazitní kapacity mezi G-D a mezi G-S a obě mají velký vliv na maximální 

možnou frekvenci tranzistoru, neboť pro každou úspěšnou změnu stavu je potřeba tyto kapacity 

vybít/nabít přes Gate. Rychlost vybíjení a nabíjení je tedy závislá na CGD, CGS a na odporu na Gatu RG, 

který je součtem odporu zdroje a odporu hradla. 
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